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ScAlMgO4(SAM)結晶は GaNとの格子定数差が 1.8%と小さく[1]、GaN用基板材料として見

込まれている。最近、我々は放射光 X 線トポグラフィーによって SAM 結晶ウェハー内の転

位構造を観察した[2, 3]。SAM 結晶には主にストレート型とストリーム型の面内転位で占めら

れており、それぞれ 1 種類の転位のみの転位コロニーを形成することを示した[2]。また、こ

れらの転位のバーガースベクトルを特定した[3]。しかし、2 種類の面内転位の存在、転位コ

ロニーの形成は未解明である。今回、これらを調査するため、成長初期から成長後期まで含

む SAM の断面ウェハーを放射光 X線トポグラフィーで観察し、欠陥構造を評価した。 

 CZ法で作製した SAM 結晶インゴットから、成長初期から後期を含む SAM(0-110)断面ウェ

ハーと同インゴットの成長後期から得た SAM(0001)面内ウェハーを用意した。SAGA-LS放射

光施設の BL09で、これらの試料の欠陥構造を反射 X線トポグラフィーで観察した。 

 図 1 に SAM(0-110)断面ウェハー全体の 0-228 回折の X 線トポグラフを示す。種結晶(Seed)

を含む成長初期から後期までの欠陥構造を捉えている。全体にわたりドット状の転位が高密

度で分布していた。SAM(0001)面内ウェハーの欠陥分布からストレート型転位とされる。ま

た、固液界面の痕跡である成長ストリエーションも成長初期から見られた。ストリエーショ

ンは[0001]方向に伸びた中心軸で凹型となっており、結晶は成長中に凹型の固液界面の熱応力

を受けたことが分かる。一方、成長後期では低転位密度の領域がいくつか観察された。

SAM(0001)面内ウェハーの欠陥分布からストリーム型転位コロニーと考えられる。ストレー

ト型転位は成長初期から生じるが、ストリーム型転位は成長後期にしか生じないことが分

かった。これら転位の生成

起源や転位コロニー形成

は結晶成長における固液

界面の熱歪みの挙動と関

係していると考えられる。 
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Fig.1 0-228 reflection X-ray topograph of entire SAM(0-110) 

cross-section wafer including from early to latter-growth stages. 
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